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フォトマスクやレジストを使わない、新しい poly-Si TFTの作製方法を提案し、実現した。フレ

キシブルガラス基板上の Si薄膜へ、選択的に 1-2 µm×10 µmのミクロレーザ(図 1)を走査してア

モルファス相 (a 相 ) から結晶相 (c 相 ) へ変換させ、両相の a-Si エッチング液

(CH3COOH+HNO3+HF+I2)に対するエッチング速度の違いを利用して、無マスク・無レジストで

Si膜のパターニングを行った。作製したチャネル幅1.5 µmのpoly-Si TFTの一例を図2に示した。

使用した基板は厚さ 0.17 mmのフレキシブルガラス基板で、図 3に示すように外径 500 mmの回

転ロールの側面に設置した状態でミクロレーザ照射した。チャネル領域とゲート領域を本方法に

よりパターニングしている。ゲートは Sb/Si の二層積層膜である。また S/D 領域は、S/D 領域を

被覆しているゲート SiO2膜をゲートと自己整合的にエッチングして S/D 領域の Si 膜を露出させ

た後、5-20nm程度の Sb膜を堆積してミクロレーザで選択走査することでレーザドーピングを行

った。余剰 Sbは HF水溶液により除去した。最後にメタルマスクにより Al電極を蒸着堆積した。

ここで、チャネル i-Si膜、ゲート Si膜、Sb膜は DC スパッタ法、ゲート SiO2絶縁膜は反応性パ

ルス DCスパッタ法により堆積した。最高プロセス温度は 400℃であった。 

本方法により、低コストで尚且つ環境にやさしい方法で大面積基板へ TFT等のデバイスをロー

ルツーロールで形成する事が可能となる。 

参考文献： Wenchang Yeh et. al., APEX  9 (2016)  025503. 
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図1 ミクロレーザが
照射された箇所のSi
膜光学顕微鏡写真
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図2 本方法により作製した
poly-Si TFTの光学顕微鏡写真

湾曲ガラス基板上のa-Si薄膜
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図3 回転ロールへ設置した湾曲ガラス
基板上Si膜へのミクロレーザ選択結晶化
の模式図
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